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งานวิทยานิพนธ์นี้มุ่งเน้นการสกัดซิลิกอนไดออกไซด์บริสุทธิ์สูงจากกกสามเหล่ียม ด้วยการชะ

ล้างด้วยกรดแก่ ได้แก่ ไฮโดรคลอริก (HCl) และกรดไนตริก (HNO3) การศึกษาครอบคลุมกระบวนการ
เตรียม การเกิดเฟส ปริมาณความบริสุทธิ์ ลักษณะอสัณฐานของอนุภาคระดับนาโน และรูปร่างของ
โครงสร้างซิลิกอนไดออกไซด์ ในการทดลองนี ้ขั ้นตอนการสกัดแบ่งเป็น 2 วิธี คือ 1. การสกัด
ซ ิล ิกอนไดออกไซด์โดยการชะล้างกกสามเหลี ่ยมด ้วยกรดไฮโดรคลอริก และ 2. การสกัด
ซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูงโดยการชะล้างขี้เถ้าซิลิกอนไดออกไซด์ด้วยกรดไฮโดรคลอริก 
และกรดไนตริก 

การศึกษาการสกัดซิลิกอนไดออกไซด์โดยชะล้างกกสามเหลี่ยมด้วยกรดไฮโดรคลอริก ใช้
ความเข้มข้น 0, 0.1, 0.5, 1, และ 5 โมลาริตี โดยชะล้างท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสในระยะเวลา 3 
ชั ่วโมง สำหรับการเลือกอุณหภูม ิของการเผาแคลไซด์ได้ทำการเลือกโดยใช้การทดสอบการ
เปลี่ยนแปลงเชิงความร้อนด้วยเทคนิค TGA/DSC ในช่วง 30 ถึง 950 องศาเซลเซียส จากการ
วิเคราะห์ผล เปลี่ยนแปลงของมวลวัสดุและปฏิกิริยาภายในระหว่างทำการเผาโดยพบว่า เมื่อวัสดุทำ
การดูดความร้อนโครงสร้างของวัสดุเกิดการสลายตัวของพันธะเคมีโดยแบ่งเป็น 3 บริเวณช่วงอุณหภูมิ 
ช่วงอุณหภูมิ 30-200 องศาเซลเซียสมีการสลายตัวของ โมเลกุลของน้ำและความช้ืนในโครงสร้าง ช่วง
อุณหภูมิ 200-500 องศาเซลเซียสพบว่ามีการสลายตัวของพันธะของไนโตรเจน (R-N) และพันธะของ
คาร์บอน (R-C) และช่วงอุณหภูมิ 500-950 องศาเซลเซียส พบว่ามีการสลายตัวของพันธะของ
คาร์บอน (R-C) ที่ 635 และ 820-850 องศาเซลเซียสในเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์นี้มวลของวัสดุมี
การเปล่ียนแปลงน้อยมาก และเริ่มคงท่ีในช่วงอุณหภูมิ 650-950 องศาเซลเซียส ดังนั้นในการทดลอง 
เลือกใช้อุณหภูมิการเผาท่ี 700 องศาเซลเซียสในระยะเวลา 3 ช่ัวโมง  

ลักษณะของโครงสร้างของซิลิกอนไดออกไซด์หลังจากการเผาพบว่า เมื่อทำการศึกษาด้วย
การเล้ียวเบนของรังสีเอกซ์ลักษณะของโครงสร้างมีรูปร่างเป็นแบบอสันฐานของซิลิกอนไดออกไซด์ใน
ตัวอย่างที่ทำการชะล้างด้วยกรด และมีการพบเฟสของโครงสร้างที่เป็นผลึกของซิลิกอนไดออกไซด์ 
เช่น ควอตซ์ และ คริสโตบาไลต์ ในตัวอย่างท่ีทำการชะล้างด้วยกรดท่ีความเข้มข้น 1 และ 5 โมลาริตี 
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This thesis focuses on the extraction of high-purity silicon dioxide from 
Actinoscirpus Grossus using acid leaching with strong acids, specifically hydrochloric 
acid (HCl) and nitric acid (HNO3). The study covers the preparation process, phase 
formation, purity level, amorphous characteristics of the nanoparticles, and possible 
structures of silicon dioxide. In this experiment, the extraction process was divided into 
two methods: 1. Extraction of silicon dioxide by leaching Actinoscirpus Grossus with 
hydrochloric acid. 2. Extraction of high-purity silicon dioxide by leaching silicon dioxide 
ash with hydrochloric acid and nitric acid. 

The study on the extraction of silicon dioxide from Actinoscirpus Grossus by 
acid leaching with hydrochloric acid was conducted using concentrations of 0, 0.1, 0.5, 
1, and 5 molars, with leaching performed at 90oC for 3 hours. The calcination 
temperature was determined using thermogravimetric analysis/differential scanning 
calorimetry (TGA/DSC) tests, which covered a temperature range from 30 to 950oC. 
Based on the analysis of mass changes and internal reactions during calcination, it was 
found that as the material absorbed heat, its chemical structure underwent bond 
dissociation in three distinct temperature regions. In the range of 30–200oC, water 
molecules and moisture in the structure decomposed. Between 200–500oC, nitrogen 
(R-N) and carbon (R-C) bonds dissociated, while further dissociation of carbon bonds 
occurred at 635°C and between 820–850oC in the range of 500–950oC. During this 
process, the material's mass changed minimally and stabilized within the 650–950oC 
range. Therefore, a calcination temperature of 700oC for 3 hours was selected for the 
experiment. 

The structure of the silicon dioxide after calcination, studied using X-ray 
diffraction, revealed that the material exhibited an amorphous structure when leached 
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